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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動作層を有する半導体ウエハをダイシングする方法であって、
ａ．前記半導体ウエハを、前記動作層をキャリアから離した状態でキャリアの上に搭載す
るステップと、
ｂ．前記キャリア上の前記半導体ウエハを、前記半導体ウエハの主表面から少なくとも途
中までダイシングすることにより、少なくとも途中までダイシングした半導体ウエハを形
成するステップと、
ｃ．前記キャリア上の前記少なくとも途中までダイシングした半導体ウエハを、自然エッ
チング剤を用いて前記主表面からエッチングすることにより、前記少なくとも途中までダ
イシングされた半導体ウエハから製造されるダイから十分な半導体材料を除去し、前記ダ
イのたわみ曲げ強度を向上させ、該エッチングでは、前記ダイの側壁をエッチングし、前
記ダイの残りの部分はダイ上の前記動作層の部分によって前記自然エッチング剤からマス
クされているステップと、
からなる半導体ウエハのダイシング方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のダイシング方法であって、
　前記半導体ウエハを少なくとも途中までダイシングするステップにおいては、前記半導
体ウエハを完全に貫くように前記半導体ウエハをダイシングする
ことを特徴とするダイシング方法。
【請求項３】
　請求項１に記載のダイシング方法であって、
　前記半導体ウエハを少なくとも途中までダイシングするステップにおいては、前記半導
体ウエハをダイシングレーンに沿って途中までダイシングすることにより、半導体物質の
前記ダイシングレーンを橋渡しする部分を残し、
　前記半導体ウエハをエッチングするステップにおいては、前記ダイシングレーンの側壁
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をエッチングし、また、ダイシングレーンを橋渡しする半導体物質の前記部分をエッチン
グにより取り除くことにより、ダイを単離する、
ことを特徴とするダイシング方法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載のダイシング方法であって、前記半導体ウエハがシ
リコンウエハであることを特徴とするダイシング方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載のダイシング方法であって、
　前記自然エッチング剤を用いてエッチングするステップにおいては、エッチングチャン
バを備え、前記半導体ウエハを前記エッチングチャンバ内でエッチングする、
ことを特徴とするダイシング方法。
【請求項６】
　請求項５に記載のダイシング方法であって、
　前記エッチングチャンバ内で自然エッチング剤を用いてエッチングするステップは、複
数のサイクル回数にわたり、循環的に前記チャンバに自然エッチング剤を供給しまた前記
エッチングチャンバから自然エッチング剤を排出する、
ことを特徴とするダイシング方法。
【請求項７】
　請求項５に記載のダイシング方法であって、
　前記エッチングチャンバ内で自然エッチング剤を用いてエッチングするステップは、連
続的なプロセスとして実行されることを特徴とするダイシング方法。
【請求項８】
　動作層を有する半導体ウエハをダイシングするためのダイシング装置であって、
ａ．前記半導体ウエハを搭載することのできるキャリア手段で、前記動作層を前記キャリ
ア手段から離して搭載することができるキャリア手段と、
ｂ．前記キャリア手段上の前記半導体ウエハを前記半導体ウエハの主表面から少なくとも
途中までダイシングして、少なくとも途中までダイシングした半導体ウエハを形成するよ
うに配列されたレーザあるいは機械的ソー手段と、
ｃ．前記キャリア手段上の前記少なくとも途中までダイシングされた半導体ウエハを、外
部エネルギー源を用いることなく、二フッ化キセノンの解離により形成される自然エッチ
ング剤を用いて前記主表面からエッチングし、該エッチングでは、前記ダイの残りの部分
はダイ上の前記動作層の部分によって前記自然エッチング剤からマスクされて前記ダイの
側壁がエッチングされることにより、前記少なくとも途中までダイシングされた半導体ウ
エハから製造されるダイから十分な半導体材料を除去し、前記ダイのたわみ曲げ強度を向
上するように配列されたエッチング手段と、
を有することを特徴とするダイシング装置。
【請求項９】
　請求項８に記載のダイシング装置であって、前記ダイシング装置はシリコンウエハをダ
イシングするように配列されていることを特徴とするダイシング装置。
【請求項１０】
　請求項８、９のいずれか一項に記載のダイシング装置であって、前記キャリア手段に搭
載された前記半導体ウエハをエッチングチャンバ内でエッチングするように配列されたエ
ッチングチャンバを更に有することを特徴とするダイシング装置。
【請求項１１】
　請求項８、９のいずれか一項に記載のダイシング装置であって、前記エッチングチャン
バは、複数のサイクル回数にわたり、巡回的に前記チャンバに自然エッチング剤を供給し
また前記エッチングチャンバから自然エッチング剤を排出するように配列されていること
を特徴とするダイシング装置。
【請求項１２】
　請求項８～１１のいずれか一項に記載のダイシング装置であって、
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　前記エッチング手段は、連続的なプロセスとしてエッチングを実行するように配列する
ことを特徴とするダイシング方法。
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